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【手続補正書】
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【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　下部電極、強誘電体膜及び上部電極を備えた強誘電体キャパシタを形成するプラズマ処
理方法において、
  前記上部電極を、ハードマスクを用いてプラズマエッチングするエッチング工程と、
  その後、前記ハードマスクの少なくとも表面を除去する除去工程と、
を有することを特徴とするプラズマ処理方法。
【請求項２】
　請求項１に記載のプラズマ処理方法において、
  前記除去工程は、不活性ガスを用いたプラズマエッチング処理を含むことを特徴とする
プラズマ処理方法。
【請求項３】
　下部電極、強誘電体膜及び上部電極を備えた強誘電体キャパシタを形成するプラズマ処
理方法において、
  前記上部電極上に設けたハードマスクをマスクとし、塩素を含むガスを用いて前記上部
電極をプラズマエッチングするエッチング工程と、
  その後、前記ハードマスクの表面層に滞在した塩素を不活性ガスのプラズマエッチング
により塩素が残留するハードマスク層のみを除去する工程と、
を有することを特徴とするプラズマ処理方法。
【請求項４】
　請求項３に記載のプラズマ処理方法において、
  前記ハードマスクは、ＴｉＮ、ＴｉＡｌＮ、Ｔａ、Ｔｉ、Ａｌ２Ｏ３、或いはＡｌＮを
有することを特徴とするプラズマ処理方法。
【請求項５】
　強誘電体膜と、電極材料膜と、ハードマスク材料膜と、パターニングされたレジストマ
スクとが順次積層された被処理体を準備する準備工程と、
  前記レジストマスクに対して露出した領域の前記ハードマスク材料膜をプラズマエッチ
ングしてハードマスクを形成する第１工程と、
  前記ハードマスクに対して露出した領域の前記電極材料膜をプラズマエッチングして電
極を形成する第２工程と、
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  前記ハードマスクの少なくとも表面を除去する第３工程と、を有し、
  少なくとも前記第２工程から前記第３工程までの工程を真空中で行い、前記第３工程終
了後に前記被処理体を大気中に取り出すことを特徴とするプラズマ処理方法。
【請求項６】
　請求項５に記載のプラズマ処理方法において、
  前記電極材料膜は、Ｉｒ、Ｐｔ、ＩｒＯ２、Ａｕ、Ｔａ、或いはＲｕの膜であり、
  前記ハードマスク材料膜は、ＴｉＮ、ＴｉＡｌＮ、Ｔａ、Ｔｉ、Ａｌ２Ｏ３、或いはＡ
ｌＮの膜であり、
  前記強誘電体膜は、ＰＺＴ、ＰＬＺＴ、或いはＢＳＴの膜であることを特徴とするプラ
ズマ処理方法。
【請求項７】
　請求項５に記載のプラズマ処理方法において、
  前記第１工程は、塩素を含むガスを用いて前記ハードマスク材料膜をプラズマエッチン
グすることを特徴とするプラズマ処理方法。
【請求項８】
　請求項５に記載のプラズマ処理方法において、
  前記第２工程は、Ｃｌ２とＯ２とを含むガスを用い、前記レジストマスクを灰化除去し
、前記ハードマスクの表面を酸化し、前記電極材料膜をプラズマエッチングすることを特
徴とするプラズマ処理方法。
【請求項９】
　請求項５に記載のプラズマ処理方法において、
  前記第３工程は、不活性ガスを用いて前記ハードマスクの表面をプラズマエッチングす
ることを特徴とするプラズマ処理方法。
【請求項１０】
　請求項８に記載のプラズマ処理方法において、
  前記第３工程は、Ｃｌ２とＢＣｌ３とを含むガスを用いて前記ハードマスクを全てプラ
ズマエッチングすることを特徴とするプラズマ処理方法。
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